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【 提 出 日 】 平 成 19年 10月 25日 (2007.10.25)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 本 発 明 に 依 れ ば 、 第 １ の III－ Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 層 に 内 在 す る 転 位 の 、 上 層 で あ る 第 ２
の III－ Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 層 へ の 伝 搬 を 抑 制 で き る の で 、 例 え ば 、 第 １ の III－ Ｖ 族 化 合 物
半 導 体 層 に 比 較 し て 、 第 ２ の － Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 層 の 転 位 密 度 を 約 １ ／ １ ０ ０ ０ に 低
減 で き る 。 従 っ て 、 こ の 様 な 低 転 位 密 度 の 第 ２ の III－ Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 層 を 、 例 え ば 、
電 子 走 行 層 と し て 利 用 す れ ば 、 高 い 電 子 移 動 度 を 発 現 で き る Ｍ Ｅ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ 用 途 の 積 層 構 造
体 を 構 成 で き る 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ２ 】
　 本 発 明 に 係 わ る 第 １ 及 び 第 ２ の III－ Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 層 と は 、 ガ リ ウ ム （ Ｇ ａ ） 、 硼
素 （ Ｂ ） 、 ア ル ミ ニ ウ ム （ Ａ ｌ ） 等 の III族 元 素 と 窒 素 （ 元 素 記 号 ： Ｎ ） 等 と を 構 成 元 素
と し て 含 む III－ Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 か ら 成 る 層 で あ る 。 例 え ば 、 組 成 式 Ｂ α Ａ ｌ β Ｇ ａ γ

Ｉ ｎ １ － α － β － γ Ｎ （ ０ ≦ α ≦ １ 、 ０ ≦ β ≦ １ 、 ０ ≦ γ ≦ １ ） か
ら 成 る 層 で あ る 。 第 １ 及 び 第 ２ を 構 成 す る 代 表 的 な III族 窒 化 物 半 導 体 層 は 、 例 え ば 、 ｎ
形 ま た は ｐ 形 の 窒 化 ガ リ ウ ム （ Ｇ ａ Ｎ ） 、 窒 化 ア ル ミ ニ ウ ム ガ リ ウ ム （ Ａ ｌ β Ｇ ａ γ Ｎ ：
０ ≦ β ≦ １ 、 ０ ≦ γ ≦ １ 、 β ＋ γ ＝ １ ） 、 窒 化 イ ン ジ ウ ム （ Ｉ ｎ Ｎ ） 、 及 び そ れ ら の 混 晶
で あ る 。 ま た 、 窒 素 （ Ｎ ） に 代 え て 砒 素 （ 元 素 記 号 ： Ａ ｓ ） ま た は リ ン （ 元 素 記 号 ： Ｐ ）
等 の Ｖ 族 元 素 を 含 む III－ Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 か ら も 第 １ 及 び 第 ２ の 半 導 体 層 を 構 成 で き る
。 ま た 前 記 （ ５ ） の 窒 化 ガ リ ウ ム 系 化 合 物 半 導 体 は 一 般 式 Ａ ｌ β Ｇ ａ γ Ｉ ｎ １ － β － γ Ｎ
（ ０ ≦ β ≦ １ 、 ０ ≦ γ ≦ １ 、 ） で 表 さ れ る 化 合 物 半 導 体 で あ る 。
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【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ５ 】
　 本 発 明 で は 、 こ れ ら の 凹 部 に 選 択 的 に 硼 素 を 含 む III－ Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 の 結 晶 粒 を 配
置 す る 。 結 晶 粒 を 構 成 す る に 適 す る 硼 素 を 含 む III－ Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 に は 、 リ ン 化 硼 素
（ Ｂ α Ｐ β ： α ≧ １ 及 び β ≧ １ で あ っ て 、 α ＝ ６ で β ＝ １ の Ｂ ６ Ｐ 、 α ＝ ６ で β ＝ １ ２ の
Ｂ ６ Ｐ １ ２ な ど が 含 ま れ る 。 ） 、 砒 化 硼 素 （ Ｂ α Ａ ｓ β ： 及 び β ≧ １ ） 、 ア ン チ モ
ン 化 硼 素 （ Ｂ Ｓ ｂ ） 、 及 び そ れ ら の 混 晶 を 例 示 で き る 。 本 発 明 者 の 知 見 に 依 れ ば 、 こ れ ら
の 硼 素 を 含 む III－ Ｖ 族 化 合 物 半 導 体 は 、 上 記 の 凹 部 を 起 点 と し て 成 長 を 始 め 、 そ こ に 結
晶 粒 を 形 成 す る 。 従 っ て 、 貫 通 転 位 が 露 出 し て い る 凹 部 を 選 択 的 に 埋 め 込 む の に 好 適 な 材
料 で あ る 。 凹 部 に 配 置 さ れ た 結 晶 粒 は 、 通 常 、 多 角 形 又 は 球 状 の 外 観 を 呈 し て い る 。 結 晶
粒 は 、 単 結 晶 で あ る の が 最 も 好 ま し く 、 単 結 晶 で あ る か 否 か は 、 例 え ば 、 結 晶 粒 か ら の 制
限 視 野 電 子 線 回 折 （ Selected-area　 Electron　 Diffraction； 略 称 Ｓ Ｅ Ｄ ） パ タ ー ン の 解
析 し て 判 断 で き る 。
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